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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月21日(2010.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性のセラミック層を製作する方法において、
　前記層はパルススパッタプロセスによって製作されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記層はペロブスカイト型構造を有することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　酸化物セラミックのスパッタターゲットが使用されることを特徴とする請求項１又は２
記載の方法。
【請求項４】
　スパッタターゲットの元素の濃度は、前記層の各元素の濃度と最大５％だけ相違してい
ることを特徴とする請求項１から３の１つに記載の方法。
【請求項５】
　前記層は１～１０００ｋＨｚのパルス電圧の周波数で析出されることを特徴とする請求
項１から４の１つに記載の方法。
【請求項６】
　前記層は１０～５００ｋＨｚのパルス電圧の周波数で析出されることを特徴とする請求
項５記載の方法。
【請求項７】
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　前記層は１００～３５０ｋＨｚのパルス電圧の周波数で析出されることを特徴とする請
求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記層は＋１００～－１０００Ｖの電圧実効値で析出されることを特徴とする請求項１
から７の１つに記載の方法。
【請求項９】
　前記層は＋１００～－５００Ｖの電圧実効値で析出されることを特徴とする請求項８記
載の方法。
【請求項１０】
　前記層は１～３０Ｗ／ｃｍ2の平均出力密度で析出されることを特徴とする請求項１か
ら９の１つに記載の方法。
【請求項１１】
　プロセスガスとして１×１０-4～９×１０-2ｈＰａの圧力の不活性ガスが使用されるこ
とを特徴とする請求項１から１０の１つに記載の方法。
【請求項１２】
　前記層は構造式ＡＢＯ2を持つペロブスカイト型構造を有し、ＡはＬａ、Ｂａ、Ｓｒ、
Ｃａの群に属する１つ又は複数の元素を含み、ＢはＣｒ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ
、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎの群に属する１つ又は複数の元素を含むことを特徴とする請求項１か
ら１１の１つに記載の方法。
【請求項１３】
　０．１～５μｍの厚みを持つ層が析出されることを特徴とする請求項１から１２の１つ
に記載の方法。
【請求項１４】
　理論密度の９９％超の密度を持つ層が析出されることを特徴とする請求項１から１３の
１つに記載の方法。
【請求項１５】
　０．５重量％未満の不純物含有率を持つ層が析出されることを特徴とする請求項１から
１４の１つに記載の方法。
【請求項１６】
　前記層はSOFC燃料電池で使用されるコンポーネントに析出されることを特徴とする請求
項１から１５の１つに記載の方法。
【請求項１７】
　前記層は多孔性の基板に析出されることを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　１５～３５重量％のＣｒと、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｍｎ、Ｙ、Ｓｃ、希土類金属の群の１
つ又は複数の元素０．０１～２重量％と、０～１０重量％のＭｏおよび／又はＡｌと、Ｎ
ｉ、Ｗ、Ｎｂ、Ｔａの群の１つ又は複数の金属０～５重量％と、０．１～１重量％のＯと
、残りのＦｅおよび不純物とを含むＦｅベース合金の相互に焼結された粒子からなり、理
論密度の４０～７０％の密度と、開放気孔の構造とを有する多孔性の支持体基板において
、
　前記支持体基板の上に厚さ０．１～５μｍの導電性のセラミックPVD層が析出されてい
ることを特徴とする支持体基板。
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